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Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Cieľom projektu bolo porozumenie mechanizmu odporového prepínania v MIM štruktúrach a 
stanovenie kľúčových parametrov na získanie spoľahlivého a dlhodobého prepínania. Ďalšim 
cieľom projektu bolo pripraviť štruktúry, ktoré ukážu využitie v pre aplikáciu v pamäťovej 
bunke s náhodným prístupom na báze prepínania odporu. V rámci riešenia projektu sme 
zistili technologické podmienky prípravy MIM štruktúr na báze TiO2, HfO2 a TaOx 
vykazujúcich stabilné bipolárne odporové prepínanie. Pulzné merania odporového prepínania 
ukázali, že štruktúry je možné prepínať medzi dvoma odporovými stavmi 10^4 krát a v 
prípade štruktúr na báze HfO2 až 10^8 krát pri zachovaní pomeru odporov viac ako 10. 
Slučky odporového prepínania boli modelované na základe antisériového zapojenia diód a 
sériového odporu. Demonštrovali sme použitie buniek na báze HfO2 v neplanárnych 
štruktúrach, ktoré sú vhodné pre konštrukciu pamäťových polí. Tieto vlastnosti ukazujú, že 
najmä štruktúry na báze HfO2 sú vhodné pre budúcu generáciu pamätí s náhodným 
prístupom (random access memory, RAM). 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Aim of the project was resistive switching mechanism understanding in MIM structures and 
determination of the key parameters for obtaining reliable and long-lasting switching. Another 
aim was preparation of the structures permitting application in random access memory cell 
based on resistive switching. We have determined technological conditions of preparation of 
MIM structures based on TiO2, HfO2 and TaOx showing stable bipolar resistive switching. 
Measurements in pulsed regime demonstrated switching between two resistance states 10^4 
times and for HfO2-based structures even 10^8 times preserving resistance ratio more than 
10. Resistive switching loops were modeled based on antiserial configuration of diodes and 
serial resistance. We have demonstrated use of HfO2 cells in non-planar structures, suitable 
for construction of memory fields. These properties show that particularly HfO2-based 
strcutures are suitable for next generation random acces memories.   
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